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円形電極法の提案 と 計算モデル

円形電極法の提案
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円の直径と電界分布の関係



二光束干渉法を用いた周期レジストパターンの作製

2 光束干渉パターン
A
B

C

1 mm f 

Ar+ レーザ
(波長：488 nm)

ピンホール

1/4 波長板 

試料
14°

ミラー

偏光板

ミラー

1.2 mW

1.2 mW

レンズ
2 µm

レーザ OM 観察像

1.1 µm

干渉パターン中心部のレジストプロファイル

+y

+x+z

結晶表面ライン

A
B
C

BA C



電極

Ezmax = 6.40 E-03 [V/µm]
Ground 電極

Resist
εr = 3.0

E/ER = 5.84A - line B - line E/ER = 16.2

  z-
cut 
  
LiN
bO3

ey= 
7
8

ez= 
32
Ezmax = 1.15 E-02 [V/µm]

結晶表面の位置と電界分布の関係
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円形電極法を用いて作製した2µm 周期分極反転形状
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150nm Line幅の分極反転形状

330 150 nm290
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まとめ

最小分極反転幅：150nm

円電極法の提案

500µm厚、CLN結晶　2µm周期分極反転構造の作製に成功

円形電極における印加電界分布の計算結果より

・最大電界がレジスト中に存在すること

・結晶表面の一点に電界が集中すること

・Lift-off 電極よりも大きな E/ER (電界強度差) 
の値が得られること

円電極法により


